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특허청  

청  1 

리 들  리드 동  여 칩    리드 압  가 건  내  지스 에 는

단계;

상  리 들  독 는 에 포  에러 비트  수가 허   어나  상  리드 압

가 건에 라 상  리드 압   변경  상  리드 동  복 실시 는 단계; 

상  에러 비트  수가 허  에 당  상  리드 동  실시  수  상  내  지스 에 는

단계  포 는 도체 치  동  . 

청  2 

 1 에 어 ,

상  리드 동  스트 드에  실시 는 도체 치  동  . 

청  3 

 1 에 어 ,

상  에 포  상  에러 비트  수   여 상     비 는 단계

 포 는 도체 치  동  . 

청  4 

 3 에 어 ,

상  리드 압  가 건  상  내  지스 에   상   도 상  내  지스 에 

는 도체 치  동  . 

청  5 

 1 에 어 ,

상  리드 압  가 건  상  내  지스 에   상  리 들  택   어드 스 신

도 상  내  지스 에 는 도체 치  동  . 

청  6 

 1 에 어 ,

상  내  지스 에  상  리드 동  실시 수가 상  칩   는 단계  포 는 도

체 치  동  . 

청  7 

 1 에 어 ,
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상  스트 드가 료  후 상  내  지스 에는 상  리 들  그램 동 , 리드 동  또는 

거 동   압들  가 건  는 도체 치  동  .

 

청  8 

 1 에 어 ,

상  리드 압  가 건  스트 드에  스트  직  는 도체 치  동  . 

청  9 

 1 에 어 ,

상  리드 압  가 건  상  리드 압   , 상  리드 압  고 , 상  리드 압  변

경   상  리드 동   허  실시 수  포 는 도체 치  동  . 

청  10 

 1 에 어 ,

스트 리드  신 가  상  칩  내 에  상  리드 동  상  리드 압  가 건에 라

복 실시 는 도체 치  동  . 

청  11 

리 들  포 는 리 어 ;

상  리 들  리드 동  수 도   동  ; 

상  리 들  리드 동  여 칩    리드 압  가 건과 상  리드 동  실

시 수    내  지스  포 고, 상  리 들  독 는 에 포  에러

비트  수가 허   어나  상  리드 압  가 건에 라 상  리드 압   변경  상

 리드 동  복 실시 도  상  동   어 는 어  포 는 도체 치. 

청  12 

 11 에 어 , 

상  어 는 스트 드에  상  리드 압   변경  상  리드 동  복 실시 도  상

 동   어 는 도체 치. 

청  13 

 11 에 어 ,

상  어 는 상  에 포  상  에러 비트  수   여 상    

비 는 동  수 도  는 도체 치. 

청  14 

 13 에 어 ,
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상  리드 압  가 건  상  내  지스 에   상   가 상  내  지스 에 

는 도체 치. 

청  15 

 11 에 어 ,

상  리드 압  가 건  상  내  지스 에   상  리 들  택   어드 스 신

도 상  내  지스 에 는 도체 치. 

청  16 

 11 에 어 ,

상  내  지스 에  상  리드 동  실시 수가 상  동     통  상  칩

 는 단계  포 는 도체 치. 

청  17 

 11 에 어 ,

상  스트 드가 료  후 상  내  지스 는 상  리 들  그램 동 , 리드 동  또는 거

동   압들  가 건    사 는 도체 치.

 

청  18 

 11 에 어 ,

상  리드 압  가 건  스트 드에  스트  직  는 도체 치. 

청  19 

 11 에 어 ,

상  리드 압  가 건  상  리드 압   , 상  리드 압  고 , 상  리드 압  변

경   상  리드 동   허  실시 수  포 는 도체 치. 

청  20 

 11 에 어 ,

스트 리드  신 가  상  칩  내 에  상  어  어에  상  동  가 상

리드 압  가 건에 라 상  리드 동  복 실시 는 도체 치. 

  

 술  야

본  도체 치   동  에  것 , 특  리  포 는 도체 치   동[0001]

 에  것 다. 
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 경  술

도체 리 치는 크게  도체 리 치(volatile semiconductor memory device)   [0002]

도체 리 치(non-volatile semiconductor memory device)   수 다.  도체 리 

치는  원 공  단 라도 그 내  보 ,  낸드 래시 리 치가 

도체 리 치에 당 다. 

근 들어, 낸드 래시 리 치는 리 에 2비트   는 식  동 다.  문에[0003]

리 들에 2비트     그램 동  료  리 들  문 압들  거 

과 1 내지 3 그램 들에 각각 포 다. 그리고, 리드 동  시 리 들  문 압들  

 여 문 압 포들 사  압들  리드 압  사 다. 

그런 , 집 도   여 리 들  간격  아짐에 라  리 들 사 에  간  상[0004]

 생  문에, 리드 동 에  독  에 에러 비트들  포 다. 에러 비트들  수가 허 치보

다  ECC 처리  통  보  가능 지만, 허 치보다 많  가 생 다. 

라 , 리 들  독 는 에  생 는 에러 비트  수    안  고[0005]

다. 

 내

결 는 과

본  실시 는 리 들  독 는 에  생 는 에러 비트  수   수 는 도[0006]

체 치   동   공 다. 

과  결 수단

본  실시 에  도체 치  동   리 들  리드 동  여 칩   [0007]

 리드 압  가 건  내  지스 에 는 단계 , 리 들  독 는 에 포

에러 비트  수가 허   어나  리드 압  가 건에 라 리드 압   변경  리드 동

 복 실시 는 단계,  에러 비트  수가 허  에 당  리드 동  실시  수  내  지스

에 는 단계  포 다. 

본  실시 에  도체 치는 리 들  포 는 리 어 , 리 들  리드 동[0008]

수 도   동  ,  리 들  리드 동  여 칩    리드 압  가

건과 리드 동  실시 수    내  지스  포 고, 리 들  독 는 

에 포  에러 비트  수가 허   어나  리드 압  가 건에 라 리드 압   변경

 리드 동  복 실시 도  동   어 는 어  포 다. 

 과

본  실시 는 리 들  독 는 에  생 는 에러 비트  수  여 신뢰[0009]

상시킬 수 다. 또 , 본  실시 는 스트 비에 애 지 않고 칩 내 에  리드 압  가 건

에 라 리드 동  동  복 실시  수 다. 

도  간단  

도 1  본  실시 에  도체 치    블 도 다. [0010]
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도 2는 도 1에 도시  리 블    도 다. 

도 3a  도 3b는 도 1에 도시  리 들  문 압 포    도 다. 

도 4는 본  실시 에  도체 치  동     도 다. 

도 5는 본  실시 에  리 시스  간략  보여주는 블 도 다. 

도 6  앞   다양  실시 들에 라 그램 동  수 는 퓨  리 치 또는 퓨  리 시

스  간략  보여주는 블 도 다. 

도 7  본  실시 에  래시 리 치  포  컴퓨  시스  간략  보여주는 블 도 다.

 실시   체  내

, 첨  도  참 여 본  람직  실시   다. 그러나, 본  에  개[0011]

시 는 실시 에 는 것  아니라  다  다양  태   수 , 본  가 다 에

상술 는 실시 에 는 것  아니다. 단지 본 실시 는 본  개시가 도   통상  지식

가진 에게  주  게 알 주   공 는 것 , 본  는 본원  특허 청  

에  어야 다. 

도 1  본  실시 에  도체 치    블 도 다. [0012]

도 1  참 , 도체 치는 리 어 (110)  주변 (120~160)  포 다. 주변 는 어 [0013]

(120)  동  (130~160)  포 다. 래시 리 치  경우, 동  는 리 들  리드 동 ,

그램 동   거 동  수 도  , 압 공  (130), 지  그룹(140), 컬럼 택

(150)   (160)  포  수 다. 어 (120)는 동  (130~160)  어 다. 

리 어 (110)는 다수  리 블 들(110MB)  포 다. 각각  리 블 (110MB)  다수  리[0014]

스트링들(ST)  포  수 다. 리 블 (110MB)    다 과 같다. 

도 2는 도 1에 도시  리 블    도 다. [0015]

도 2  참 , 각각  리 블  비트라 들(BLe0~BLek, BLo0~BLok)과 공통 스 라 (SL) 사 에 연결[0016]

 다수  리  스트링들(ST)  포 다.  ,  리  스트링들(ST)  는  비트  라 들(BLe0~BLek,

BLo0~BLok)과 각각 연결 고 공통 스 라 (SL)과 공통  연결 다. 각각  리 스트링(ST)  스가 공

통 스 라 (SL)에 연결 는 스 트 트랜지스 (SST), 복수  리 들(Ce00~Cen0)  직  연결

 스트링, 그리고 드  비트라 (BLe0)에 연결 는 드  트 트랜지스 (DST)  포 다.  스트링

에 포  리 들(Ce00~Cen0)  트 트랜지스 들(SST, DST) 사 에 직  연결 다. 스 트 트

랜지스 (SST)  게 트는 스 트 라 (SSL)에 연결 고, 리 들(Ce00~Cen0)  게 트들  워드라

들(WL0~WLn)에  각각  연결 ,  드  트  트랜지스 (DST)  게 트는  드  트  라 (DSL)에

연결 다. 

여 , 드  트 트랜지스 (DST)는  스트링(Ce00~Cen0)과 비트라  연결 또는 차단  어 , [0017]

스 트 트랜지스 (SST)는  스트링(Ce00~Cen0)과 공통 스 라 (SL)  연결 또는 차단  어 다. 

낸드 래시 리 치에  리  블 에 포  리 들  물리  지 단  또는 리  지[0018]

단   수 다.  들어, 나  워드라 ( , WL0)에 연결  리 들(Ce00~Ce0k, Co00~Co0k)

나  물리  지(PAGE)  다.  또 ,  나  워드라 ( ,  WL0)에  연결  짝수 째  리  들

(Ce00~Ce0k1)  나  븐 물리  지  고, 수 째 리 들(Co00~Co0k)  나  드 물리

 지   수 다. 러  지(또는, 븐 지  드 지)는 그램 동  또는 리드 동

 본 단 가 다. 

다시, 도 1  도 2  참 , 주변 (120~160)는 택  워드라 ( , WL0)에 연결  리 들( ,[0019]

Ce00~Ce0k)  거 루 , 그램 루   리드 동  수 도  다. 러  주변 는 그램 루

, 리드 루   거 동  어   어 (120)  어 (120)  어에 라 그램 루 ,

리드 루   거 동  수 도   동  (130~160)  포 다. 그램 루 , 리드 루   

거 동  수   여, 동  (130~160)는 동  압들(Verase,  Vpgm,  Vread,  Vpass,  Vvfy,

Vdsl, Vssl, Vsl)  택  리 블  컬 라 들(SSL, WL0~WLn, DSL)과 공통 스 라 (SL)  택
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 고,  비트라 들(BLe0~BLek,  BLo0~BLok)  리차지/ 스차지  어 거나 비트라 들(BLe0~BLek,

BLo0~BLok)    싱 도  다. 특 , NAND 래시 리 치  경우, 동  는 압 공

 (130), 지  그룹(140), 컬럼 택 (150)   (160)  포 다. 각각   

에  체   다 과 같다. 

어 (120)는   (160)  통  는  신 (CMD)에 답 여 그램 루 , 리[0020]

드 동  또는 거 루  수   동  압들(Verase, Vpgm, Vread, Vpass, Vvfy, Vdsl, Vssl, Vsl)

원 는  생  수 도  압 공  (130)  어   압 어 신 (CMDv)  다. 그리

고, 어 (120)는 그램 루 , 리드 루  또는 거 루  수   지  그룹(140)에 포

 지 들(PB0~PBk)  어   어 신 들(CMDpb)  다. 또 , 어 (120)는 어드

스 신 (ADD)가  들에  컬럼 어드 스 신 (CADD)  우 어드 스 신 (RADD)가 생 어 어

(120)  다. 

특 , 어 (120)는 리 들  리드 동  여 칩    리드 압(Vread)  가[0021]

건과 리드 동  실시 수    내  지스 들(123, 125, 127)  포 고, 리 들

 독 는 에 포  에러 비트  수가 허   어나  리드 압(Vread)  가 건에 라 리

드 압(Vread)   변경  리드 동  복 실시 도  동  (130~160)  어   스트

리드 동  어 (121)  포  수 다. 체  어 동  후술  다. 

압 공  (130)는 어 (120)  압 어 신 (CMDv)에 답 여 리 들  그램 루 , 리드[0022]

동  또는 거 루 에 라  동  압들(Verase, Vpgm, Vread, Vpass, Vvfy, Vdsl, Vssl, Vsl)  생

고,  어  (120)  우  어드 스  신 (RADD)에  답 여  택  리  블  컬  라 들(SSL,

WL0~WLn, DSL)과 공통 스 라 (SL)  동  압들  다.

 , 압 공  (130)는 압 생  (131)  우 (133)  포  수 다. 압 생  [0023]

(131)는 어 (120)  압 어 신 (CMDv)에 답 여 동  압들(Verase, Vpgm, Vread, Vpass, Vvfy,

Vdsl, Vssl, Vsl)  생 고, 우 (140)는 어 (120)  우 어드 스 신 (RADD)에 답 여 동

 압들  리 블 들(110MB)  택  리 블  컬 라 들(SSL, WL0~WLn, DSL)과 공통 스 라

(SL)  달 다. 

듯, 에  는 동  압들(Verase, Vpgm, Vread, Vpass, Vvfy, Vdsl, Vssl, Vsl)  과 변경[0024]

 어 (120)  압 어 신 (CMDv)에 라 압 공  (130)에  루어진다. 특 , 스트 드

에  리드 동  실시 는 경우, 리드 압(Vread)  과 변경  어 (120)  지스 ( , 121)에 

 리드 압  가 건과 스트 리드 동  어 (121)  어에 라 어 다. 

지  그룹들(140)  비트라 들(BLe0~BLek, BLo0~BLok)  통  리 어 (110)  연결 는 다수[0025]

지 들(PB0~PBk)  각각 포 다. 그램 동  시 어 (120)  동  어 신 (CMDpb)  리

들에   (DATA)에 라,  지 들(PB0~PBk)  비트라 들(BLe0~BLek,  BLo0~BLok)

택  리차지 다. 그램 검  동 나 리드 동  시 어 (120)  동  어 신 (CMDpb)에 

라,  지  들(PB0~PBk)  비트라 들(BLe0~BLek,  BLo0~BLok)  리차지  후  비트라 들(BLe0~BLek,

BLo0~BLok)    싱 여 리  독   래치 다. 지 들(PB0~PBk)  비

트라 들과 각각 연결  수 , 븐 비트라 (BLe0~BLek)과 드 비트라 (BLo0~BLok)  포 는 

비트라 들마다 연결  수도 다. 

컬럼 택 (150)는 어 (120)에   컬럼 어드 스(CADD)에 답 여 지  그룹(140)에[0026]

포  지 들(PB0~PBk)  택 다. , 컬럼 택 (150)는 리 들에   컬럼

어드 스(CADD)에 답 여 순차  지 들(PB0~PBk)  달 다. 또 , 리드 동 에  지 

들(PB0~PBk)에 래치  리 들  가   수 도  컬럼 택 (150)는 컬럼 어드

스(CADD)에 답 여 순차  지 들(PB0~PBk)  택 다. 

 (160)는  는  신 (CMD)  어드 스 신 (ADD)  어 (120)  달 다.[0027]

또 ,  (160)는 그램 동  시   (DATA)  컬럼 택 (150)  달

거나, 리드 동  시 리 들  독    는 동  수 다. 

도 3a  도 3b는 도 1에 도시  리 들  문 압 포    도 다. [0028]

도 3a  참 , 리 들에  2비트  에 라 리 들  문 압들  거 (PV0)과[0029]
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1 내지 3 그램 들(PV1~PV3)  나뉘어 포 다. 상  경우, 문 압 포들  리드 마진  

공  여  압 간격  지 다. 그리고, 문 압 포들 사  에 당 는 리드 압들

(Vread1~Vread3)  여 리 들  문 압  고,  에  리 들  

가 독 다. 

도 3b  참 , 집 도   여 리  사 가 아지고 리 들  간격  아짐에 [0030]

라 리 들에    그램 동  시  리 에 간  상  생 다. 간

상에  리  문 압  변 게 , 문 압  아지  문 압 포들(PV0`~PV3') 사  간

격  아지거나 문 압 포들(PV0`~PV3')  겹치게 다. 그 결과, 리드 동  시 독  에 에러 비

트가 포 , 간  상  심 지  에러 비트  수가 가 다. 에 포  에러 비트들  에러 

드(ECC; error correction code)  통  보  수 나, 에러 비트  수가 허  ( , ECC  통  보

 수 는 )  어나  에러  가능 여 나 량  생 다. 

러  문  결  여 에러 비트  수가 허   내에  생  수 도  리드 압   변경[0031]

는 스트 리드 동  시 고 다. 

스트 리드 동  스트 비에  리드 압   결 고 결   리드 압에  독  [0032]

   비 다. 비  결과에 라 에러 비트  수   수 , 에러 비트  수가 허

 어나 , 스트 비에  리드 압   변경 고, 변경   리드 압에  독  

   다시 비 다. 러  동 들  복 , 에러 비트  수가 허  에 당  

사 는 리드 압    수 다.  결과에 라 리드 동  시 가  리드 압  

, 나 량 생   수 다. 

지만, 리드 압   스트 비에   문에 많  시간  고, 리드 압   [0033]

 수 없는 가  스트 비에 는  리드 압  찾  수 없다. , 본  실시 에 는 

리 들  독 는 에  생 는 에러 비트  수  여 신뢰  상시킴과 동시에, 스

트 비에 애 지 않고 칩 내 에   리드 압    리드 압  가 건에 라 리드

동  동  복 실시  수 는 안   다. 

도 4는 본  실시 에  도체 치  동     도 다. [0034]

도 1  도 4  참 , [0035]

단계(S401)에  스트 드  진 다. 스트 리드  신 가 고, 리 칩  스트 드( , [0036]

스트 리드 동  드)  진 다. 

단계들(S403, S405)에 , 칩   리드 압(Vread)  가 건에 당 는 어스 블과 [0037]

가 다.  가 건과  는 어 (120)  내  지스 (123, 125, 127)에 

다. 여 , 리드 압  가 건  리드 압   , 리드 압  고 , 리드 압  변경 

  리드 동   허  실시 수  포  수 다. 리드 압  가 건에 라  리드 압  

다.  

또 , 리드 동  상  는 리 들  택   어드 스 신 가 께  수 다. 어드 스[0038]

신 는 특  리 블 에  나  워드라  또는 나  지  택   사 , 가 건과 

  께 지스 에  수 다.  어드 스 신 에 라 어 (120)는 우 어드 스

(RADD)  컬럼 어드 스(CADD)  생  수 다. 

편, 내  지스 (123, 125, 127)는 스트 드가 료  후 리 들  그램 동 , 리드 동  또는[0039]

거 동   압들  가 건    도  각각 사 다. 라 , 스트 드   별

도  지스 가 비  가 없다. 

게 스트 리드  신 가   컨트 러( , 도 5  510)  어  상 없  칩  내 에  [0040]

스트 리드 동  리드 압  가 건에 라 복 실시 다. 에  는 스트 리드 동  지스

(123, 125, 127)에  리드 압  가 건과 스트 리드 동  어 (121)  어에 라 진 다.

단계(S407)에 , 리드 동  실시 다. 압 공  (130)는 어 (120)  압 어 신 (CMDv)  우[0041]

어드 스  신 (RADD)에  라  택  리  블 (110MB)  택  워드라 ( ,  WL0)에   리드  압
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(Vread)  가 고 나 지 워드라 들( , WL1~WLn)에 스 압(Vpass)  가 다. 그리고, 지 들

(PB0~PBk)  비트라  압 또는  변  싱 여 리 들에   래치 다. 

단계(S409)에 , 어 (120)는 지 들(PB0~PBk)에 래치  ( , 리 들  독  [0042]

)  지스 (123, 125, 127)에    비 다. 여 , 독    

비 고, 독  에 포  에러 비트  수에 라 리드 동  스 또는  여   

비  (미도시)가 별도  비  수도 다. 편, 리 들   독  에,  

가 리 들    수 다. 

비  결과, 독   에러 비트 수가 허  ( , ECC  통  보  가능  )  어난 것  [0043]

, 스트 리드 동  어 (121)는 지스 (123, 125, 127)에  리드 압  가 건에 라 리

드 압(Vread)   변경 도  압 공  (130)  어 다. 

다시 단계(S407)에 , 변경  리드 압(Vread)  여 리드 동  재실시 다. 변경  리드 압(Vread)[0044]

에  리 들  독  는 지 들(PB0~PBk)에 다시 래치 다. 

단계(S409)에 , 독    가 다시 비 다. [0045]

비  결과, 독   에러 비트 수가 허  ( , ECC  통  보  가능  )에 당 , 단계[0046]

(S413)에  스트 리드 동  어 (121)는 지스 (123, 125, 127)에 스 결과  다. , 스트

리드 동  어 (121)는 지스 (123, 125, 127)에 리드 동  실시 수   수 다. 

단계(S415)에 , 내  지스 에  리드 동  실시 수   여, 리드 동  실시 수가[0047]

칩   다. 

상 에  같 , 스트 리드  신 가 고 리드 압  가 건과 스트 리드 동 에  [0048]

들  ,  컨트 러(또는 스트 비)  어  상 없  칩 내 에  스트 리드 동  리드

압  가 건에 라 복 실시 다. 라 , 비  애 없   리드 압  칩 내  동 만

  가능 진다. 

도 5는 본  실시 에  리 시스  간략  보여주는 블 도 다. [0049]

도 5  참 , 본  실시 에  리 시스 (500)   리 치(520)  리 컨트[0050]

러(510)  포 다.

 리 치(520)는 앞   도체 치   수 다. 리 컨트 러(510)는 그램 동[0051]

, 리드 동 나 거 동 과 같   동  드에   리 치(520)  어 도  다.

다만, 스트 리드 동   스트 드에 는 리드 압  가 건,  , 어드 스 신  같

들  리 컨트 러(510)  같   컨트 러  거치지지 않고 스트  직   리

치(510)  직   수 다. 

 리 치(520)  리 컨트 러(510)  결 에  리 카드 또는 도체 스크 치(Solid[0052]

State Disk: SSD)  공  수  것 다. SRAM(511)  싱 닛(512)  동  리  사 다. 

스트 스(513)는 리 시스 (500)과 는 스트     비 다. 에러 

블 (514)   리 치(520)  독  에 포 는 에러  검   다. 리 

스(514)는 본   리 치(520)  싱 다. 싱 닛(512)  리 컨트

러(510)      어 동  수 다.

비  도 에는 도시 지 않았지만, 본 에  리 시스 (500)  스트(Host)  싱  [0053]

드  는 ROM(미도시 ) 등   공  수   야  통상  지식  습득  들에게

다.  리 치(520)는 복수  래시 리 칩들  는 티-칩 키지  공  수도

다. 상  본  리 시스 (500)  에러  생  낮  고신뢰   매체  공  수 

다. 특 , 근  연 고 는 도체 스크 치(Solid State Disk:  SSD)  같  리 시스

에  본  래시 리 치가 비  수 다.  경우, 리 컨트 러(510)는 USB, MMC, PCI-E,

SATA, PATA, SCSI, ESDI, 그리고 IDE 등과 같  다양  스 들  나  통  (  들 ,

스트)  통신 도   것 다.

도 6  앞   다양  실시 들에 라 그램 동  수 는 퓨  리 치 또는 퓨  리 시[0054]
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스  간략  보여주는 블 도 다.  들 , 퓨  리 치  원낸드 래시 리 치(600)에 본

 술  특징   수 다.

원낸드 래시 리 치(600)는  다   사 는 치  각  보   스트 [0055]

스(610) , 리 치  동   드  내 거나  시  는  램(62

0)과,  에  주어지는 어 신  어에 답 여  그램  든 상태  어 는 어

(630) , 어  어드 스, 리 치 내  시스  동  경  는 (Configuration) 등  

가 는 지스 (640)   리 과 지  포 는 동    낸드 래

시  어 (650)  포 다. 낸드 래시  어 (650)  리 어 는 도 2에 도시  리 어 가

다. 

도 7에는 본 에  래시 리 치(712)  포  컴퓨  시스  개략  도시 어 다.[0056]

본 에  컴퓨  시스 (700)  시스  스(760)에  연결  마 크 (720), 램(730),[0057]

사  스(740), 스 드 칩 (Baseband chipset)과 같  (750)  리 시스 (710)  포

다. 본 에  컴퓨  시스 (700)   치  경우, 컴퓨  시스 (700)  동  압  공

 리(미도시 )가 가  공  것 다. 비  도 에는 도시 지 않았지만, 본 에  컴퓨

시스 (700)에는  칩 (Application chipset), 카 라 미지 (Camera Image Processor: CIS), 

 램, 등   공  수   야  통상  지식  습득  들에게 다. 리 시스

(710) ,  들 ,  는   리  사 는 SSD(Solid State Drive/Disk)  

수 다. 또는, 리 시스 (710) , 퓨  래시 리(  들 , 원낸드 래시 리)  공  수 

다. 

 

110 : 리 어 110MB : 리 블[0058]

ST : 스트링 PAGE : 지

120 : 어 130 : 압 공  

131 : 압 생  133 : 우 

140 : 지  그룹 PB0~PBk : 지 

150 : 컬럼 택 160 :  

121 : 스트 리드동  어 123, 125, 127 : 지스

공개특허 10-2014-0029582

- 10 -



도

도 1

공개특허 10-2014-0029582

- 11 -



도 2

도 3a

공개특허 10-2014-0029582

- 12 -



도 3b

도 4

공개특허 10-2014-0029582

- 13 -



도 5

도 6

공개특허 10-2014-0029582

- 14 -



도 7

공개특허 10-2014-0029582

- 15 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결하려는 과제
	과제의 해결 수단
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
	부호의 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3a
	도면3b
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 4
 기 술 분 야 4
 배 경 기 술 5
 발명의 내용 5
  해결하려는 과제 5
  과제의 해결 수단 5
  발명의 효과 5
 도면의 간단한 설명 5
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 6
 부호의 설명 10
도면 11
 도면1 11
 도면2 12
 도면3a 12
 도면3b 13
 도면4 13
 도면5 14
 도면6 14
 도면7 15
